PESQUISAS EM
CIENCIAS EXATAS

E DA TERRA




Pesquisas em Ciéncias Exatas e Da Terra

@ @ Obra sob o selo Creative Commons-Atribuicdo 4.0 Internacional. Esta licenga
permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do trabalho,

mesmo para fins comerciais, desde que Ihe atribuam o devido crédito pela criagdo original. Todo o

contetdo apresentado neste livro, inclusive correcdo ortografica e gramatical, é de responsabilidade

do(s) autor(es).

© 25/05/2023 Edicdo brasileira por DOX Editora.

( . Todos os direitos reservados.
/j DOXEditora oy 50.662.076/0001-50

Rua Joao Jose De Freitas, N° 95, Setor Centro Oeste, Goiania/GO

Publica¢bes

doxeditora.com.br

Editor-Chefe: Frangois de Souza Martins. Revisores: Autores.
Conselho Editorial: Me. Francois de Souza Martins, Henrique Santos Silva, Lucas Sales Xavier.
DOI: 10.5281/zenodo.7983306

ISBN: 978-65-980404-8-2

Dados Internacionais de Catalogacao na Publicacao (CIP)

R969p

Pesquisas em Ciéncias Exatas e da Terra [livro eletrénico]/ Fabricio
Trombini Russo, Luis Vicente de Andrade Scalvi. — 12 ed. — Goiania: DOX
Editora, 2023.

12 p. ; PDF.

ISBN 978-65-980404-8-2 (e-book)

1. Matematica 2. Fisica 3. Geologia 4. Astronomia 5. Quimica |. Souza,

Fernando Anténio Ferreira de. Il. Scalvi, Luis Vicente de Andrade.

CDD 500.1
CDU 501

indices para catalogo sistematico:

1. Ciéncias: estudo e metodologia
2. Ciéncias exatas

Maria Isabel Ferreira Dias — CRB-1/3393






SUMARIO

=g ==X o1 (@ F TSROSO 4

FORMACAO DE DIPOLOS EM HETEROESTRUTURAS DE SEMICONDUTORES
OXIDOS E GAAS, AVALIACAO DE PROPRIEDADES ELETRICAS E INFLUENCIA DE



Pesquisas em Ciéncias Exatas e Da Terra

PREFACIO

Prezado leitor,

E com grande satisfacdo que apresentamos esta coletanea de livros publicada pela
DOX Editora, uma editora cientifica que se dedica a divulgar pesquisas de qualidade nas mais
diversas areas do conhecimento. Nesta obra, vocé encontrard artigos originais e relevantes
escritos por autores renomados e emergentes, que contribuem para o avango da ciéncia e da

sociedade.

Temos como missdo levar a ciéncia mais longe, democratizar o acesso a informacao e
valorizar a qualidade dos trabalhos presentes no livro. Por isso, todos os artigos séo
submetidos a um processo de avaliacdo, que garante a sua confiabilidade e relevancia. Além
disso, os livros sdo publicados em formato digital, sem custo para o leitor e com ampla

distribuicéo.

Ao ler esta coletanea, vocé tera a oportunidade de conhecer as Ultimas novidades e
tendéncias nas areas abordadas pelos autores, bem como ampliar seus horizontes e
perspectivas. Esperamos que esta obra seja uma fonte de inspiracao e aprendizado para voce,

assim como foi para nos.

Boa leitura!

DOX Editora.
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RESUMO

E feita a deposicéo e caracterizacio da heteroestrutura GaAs/SnO2, e a investigacio da
formagc&o de dipolos elétricos na interface de GaAs e SnO2, os quais podem estar realcionados
a luminescéncia observada [1]. O objetivo é desenvolver conhecimento cientifico e tecnoldgico
sobre a heteroestrutura e a contribuicdo para a confeccao de dispositivos eletroluminescentes
e/ou transistores transparentes de alta mobilidade eletronica. O filmes finos do semicondutor
6xido SnO2, dopados com Eu ou Er , sdo depositados por sol-gel-dip-coating,ao passo que
GaAs ¢ depositado por evaporacao resistiva ou usados filmes comercialmente disponiveis.
[2].Medidas iniciais de CDTE [3] com temperaturas e tempos de polarizacdo diferentes,
mostram uma possivel formacéo de banda de CDTE, com picos em 250K ou 330K, dependendo
das condi¢bes de polarizacdo, ainda que esta banda seja larga e ndo tdo bem definida,
dependente da temperatura e tenséo de polarizagdo. Uma inversdo do sinal da corrente com a
inversdo da polarizacdo pode estar associada ao processo de carga e descarga de defeitos
dipolares na heteroestrutura. Também € possivel observar diferentes valores de corrente em
fungéo da incidéncia de luz na amostra, fato que também foi observado nas medidas de corrente-

voltagem em funcdo da temperatura [2], além do aumento da corrente com a temperatura.

Palavras-chave: Semicondutores 6xidos, Heteroestrutura, CDTE

ABSTRACT

Deposition and characterization of the GaAs/SnO2 heterostructure is carried out, along
with the investigation of electrical dipoles formation at the GaAs and SnO2 interface, which
may be related to the observed luminescence [1]. The main goal is to develop scientific and
technological knowledge about this sort of heterostructure and the contribution to the
manufacture of electroluminescent devices and/or transparent transistors with high electronic
mobility. Thin films of the SnO2 oxide semiconductor, doped with Eu or Er, are deposited by
sol-gel-dip-coating, whereas GaAs are deposited by resistive evaporation or commercially
available films are used [2]. Initial measurements of TSDC [3] with different polarization
temperatures and times, show a possible formation of TSDC bands, with peaks at 250K or
330K, depending on the polarization conditions, even though this band is wide and not well
defined, dependent on temperature and polarization voltage. An inversion of the current signal

with the inversion of the polarization may be associated with the process of charging and
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discharging dipolar defects in the heterostructure. It is also possible to observe different current
values as a function of light irradiation on the sample, a fact that was also observed in the
current-voltage measurements as a function of temperature [2], in addition to the increase in

current with temperature.

Keywords: CDTE, Semiconductor.

INTRODUCAO

O trabalho envolve a producdo e caracterizacdo elétrica, dptica e estrutural de filmes
finos de GaAs e SnO2, incluindo o trabalho na identificacdo de dipolos elétricos que podem

estar associados a luminescéncia observada na heteroestrutura GaAs/SnO?2.

OBJETIVO

O objetivo principal é o desenvolvimento do conhecimento cientifico e tecnoldgico, e a
contribuicdo para a confeccdo de dispositivos eletroluminescentes e/ou transistores

transparentes de alta mobilidade eletrdnica.

MATERIAIS E METODOS

Filmes finos de semicondutores Oxidos, SnO2 e GaAs dopados com Eu ou Er, bem
como heteroestruturas GaAs/SnO2. Serdo realizadas caracterizagBes estruturais, elétricas,
CDTE e CDTEFI.
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RESULTADOS E DISCUSSOES

Figura 1 -Medida de CDTE para amostra HET2 polarizada em 235K, sob vacuo de 10-6 torr, sem luz e tensdo de
polarizagdo de 20V, com tempo de polarizagdo de 10 minutos.
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Figura 2 - Comparacéo entre as medidas de CDTE para a amostra HET2 polarizada em 220K e 235K, sob vacuo
de 10-6 torr, sem luz e tensdo de polarizagdo de 20V, com e sem pausa na temperatura de polarizacéo.
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Figura 3 - Corrente-Voltagem para a amostra HET2 de 200K a 295K, sob vacuo de 10-5 torr, sem luz. Detalhe:
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Corrente em funcdo da temperatura nesta amostra sob excitacdo de LED InGaN (450 nm).
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CONCLUSOES

As primeiras medidas de CDTE, (Fig.1 e 2) com temperaturas e tensdes de polarizacbes
diferentes, bem como a duracdo destas polarizacGes em determinado patamar, mostram uma
possivel formacdo de banda de CDTE, ainda que larga e ndo tdo bem definida, entre 220K e
250K que pode estar associada a presenca de defeitos dipolares na estrutura. Também é possivel
observar diferentes valores de corrente em fungdo da incidéncia de luz na amostra, fato que
também foi observado nas medidas de corrente-voltagem em fungdo da temperatura, mostrando
claramente o aumento da corrente com a temperatura (Fig. 3). Estes comportamentos serdo
verificados melhor na continuidade da pesquisa.

REFERENCIAS

MACHADO, D. H.O.; DA SILVA, J. H.D.; RUSSO, F. T.; SCALVI, L. V.A. Photo-
induced electrical behavior under gas adsorption on SnO2 -based heterostructures.
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, v. 255, p. 123510, 2020.



Pesquisas em Ciéncias Exatas e Da Terra

F. T. Russo, Investigacdo das Propriedades Opticas, Elétricas e Estruturais em Ametista
- Dissertacdo de Mestrado, POSMAT, 2011. RUSSO, F. T.; SCALVI, R.M.F ; SCALVI, L. V.
A. ; VISMARA, M.V.G . Photo-induced dipole relaxation current in natural Amethyst.
Materials Research (Séo Carlos. Impresso) , v. 15, p. 461-466, 2012.

10









PESQUISAS EM
CIENCIAS EXATAS
E DA TERRA

DOX Editora.
CNPJ: 50.662.076/0001-50

Rua Joao Jose De Freitas, N° 95,
Setor Centro Oeste, Goiania/GO
doxeditora.com.br

« DOX Editora 9786508 I 040482

Publicacoes




